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Formarea prin tratament termic a monocristalelor de GaSe si GaTe in vapori de Cd a materialului compus din
cristalite de GaSe si CdSe si, respectiv, de GaTe si CdTe cu dimensiuni nanometrice a fost confirmata prin analiza
diagramelor XRD, imaginilor SEM si a difuziei combinate Raman. Nanocompozitele GaSe-CdSe si GaTe-CdTe sunt
materiale fotoluminescente (FL) in regiunea oranj-rosu a spectrului. Benzile de FL a compozitelor sunt formate prin
suprapunerea benzilor de FL impuritara a cristalitelor componente ale nanocompozitelor GaSe-CdSe si GaTe-CdTe.

Cuvinte-cheie: GaSe, GaTe, Cd, compozit, XRD, Raman, difractie, fotoluminescentd.

STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF THE COMPOSITE MATERIALS PREPARED

BY Cd INTERCALATION IN GaSe AND GaTe SINGLE CRYSTALS

XRD, SEM morphology and diffuse Raman scattering analysis carried out for GaSe and GaTe single crystals
intercalated by Cd vapor annealing, has proven the formation of GaSe and CdSe nano-cristallites containing material as
well as material based on GaTe and CdTe nanosized cristallites. GaSe-CdSe and GaTe-CdTe nanocomposites exhibit
photoluminescent properties in the orange-red spectral range. The photoluminescence spectra of as-prepared nanocomposites
consist of a superposition of the impurity radiative bands of the composites’ components.
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Introducere

Monocristalele compusilor A"'BY! sunt formate din impachetari elementare de tipul B-A-A-B cu legaturi
covalente puternice intre straturile atomare din interiorul impachetarii si legaturi slabe (tip Van-der-Waals)
intre Impachetari [1]. Aranjarea straturilor elementare este in asa mod, incét intre impachetari se formeaza
asa-numite fisuri Van der Waals de 3+4 A [2]. Astfel, intre impachetiri pot si se difuzeze atomi si molecule [3].

GaTe si GaSe, doi reprezentanti tipici ai semiconductorilor lamelari, datoria proprietatilor optice, electrice
si structurale, sunt materiale promitatoare pentru aplicatii optoelectronice [4-6], detectori pentru regiunea UV,
VIS, raze X si vy [7], celule solare [8] si dispozitive electronice functionale in diapazonul THz [9]. Pe baza
nanolamelelor de GaSe si GaTe s-au fabricat fotodetectori [5] si fototranzistori pe suport flexibil [6] pentru
regiunile VIS si UV. Lamelele de GaSe cu retea cristalind hexagonala se clasifica in primele zece materiale
pentru dispozitive in domeniul frecventelor THz [9]. Frecventele radiatiei THz corespunzitoare intensitatii
maxime de absorbtie se gisesc in diapazonul 0,80+1,57 THz (26,7+52,3) cm™. Sensibilitate suprainalti ma-
nifesta si fotodetectorii pe nanostructuri din semiconductori lamelari A"B"' si A"BV'. Pe baza nanolamelelor
si nanofirelor de GaTe si de CdS s-au fabricat fotodetectori cu fotordspuns limitat de 600 AW [10].

In aceasta lucrare se cerceteazi structura cristalind, compozitia si proprietatile fotoluminescente ale nano-
compozitelor lamelare obtinute prin intercalare a monocristalelor GaTe si GaSe cu Cd la temperaturi Tnalte.

Metode si materiale aplicate

Monocristalele GaSe si GaTe au fost crescute prin metoda Bridgman. Acesti compusi au fost sintezati din
elemente chimice Ga (5N), Te (5N) si Se spectral pur luate in cantitati stoechiometrice la temperatura de
1270 K pentru GaSe si 1170 K pentru GaTe. Sinteza masei de 20 g de compus a durat 12 ore (4 ore incélzire
pana la temperatura sintezei). Din lingouri monocristaline au fost despicate placi cu grosimi din intervalul
50+-300 pum, care au fost introduse in fiole din cuart odata cu 2-10 g-cm™ de Cd (5N).

Dupi evacuarea atmosferei din fiole pand la 5:10° Torr si ermetizare, fiolele au fost introduse intr-un
cuptor la temperatura de 630 K si de 730 K pentru GaTe si de 830 K pentru GaSe. Durata tratamentului termic
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a fost de la 3 ore pana la 60 de ore. Morfologia suprafetei esantioanelor a fost studiata cu ajutorul microscopu-
lui electronic Zeiss Ultra Plus. Structura cristalind a compozitelor GaSe-CdSe si GaTe-CdTe a fost studiata
cu difractometrul Rigaku Ultima IV cu radiatia CuK,, A=1,5406 A in geometria Bragg-Brentano. Spectrele
de emisie atomica au fost inregistrate pe placi fotografice de tip ,,Pancrom” cu spectrograful DFS-8 cu
rezolutia 6 A/mm. Excitarea atomilor din probe s-a ficut cu generatorul IVS-23 in regim de arc electric, la
intensitati ale curentului in arc de 5+7 A.

Spectrele de difuzie combinatd (Raman) au fost inregistrate la o instalatie in regim de difuzie reversa
(180°) cu ajutorul spectrometrului de tipul WITec alpha 300R. Fotoluminescenta monocristalelor GaTe,
GaSe si a compozitelor GaSe-CdSe, GaTe-CdTe a fost descompusa in spectru cu ajutorul monocromatorului
MDR-2 cu retea de difractie (600 mm™) si inregistratd cu fotomultiplificatorul electronic cu fotocatod de
tipul NazKSb+Cs.

Rezultate si discutii

Parametrii caracteristici ai semiconductorilor GaSe si GaTe, folositi la obtinerea compozitelor A"BV/A'BY!,
au fost determinati din masurari electrice si optice.

Tipul purtatorilor de sarcind majoritari, concentratia si mobilitatea relativa a lor au fost determinate din
largimea benzii interzise a acestor compusi au fost determinate din masurari ale spectrelor de absorbtie la
temperaturd normald si la 80 K. Parametrii fizici ai cristalelor GaSe si GaTe, folosite pentru obtinerea
compozitelor GaSe-CdSe si GaTe-CdTe, sunt inclusi in Tabelul 1.

Tabelul 1

Parametrii electrici si optici ai monocristalelor de GaSe si GaTe utilizate la fabricarea
compozitelor cu semiconductori A"BV!/A'BV!

. Concentratia purtitorilor Mobilitatea pLc, E o, cm?t Eq,

Compusull Tip de sarcini, cm™ po/pn cm?Ves | Qem| eV n=1 eV
GaSe p 5,6-10* 25+40 30+50 | 2,020 8-10° 1,995
GaTe p 4.10% 3040 8+10 1,667 7,8-10° 1,650

Intrucat legaturile de valenta in stratul de atomi de la suprafata impachetarilor elementare Calc-Me-Me-
Calc sunt inchise, atomii plasati in fisura Van-der-Waals sunt in stare neutrd. Defectele proprii, indeosebi in
stratul atomar de la suprafata impachetarilor elementare, gasindu-se in stare ionizata ugor combina cu atomii
intercalati, formeaza centre de crestere a nanoformatiunilor compuse din atomii intercalati si elementele chi-
mice ale materialului de baza. Aceste centre de germinare a cristalitelor se evidentiaza bine in imaginile
SEM (Fig.1a) si pot servi ca repere pentru determinarea concentratiei defectelor proprii pe suprafata Impa-
chetdrii elementare.
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Fig.1. Imaginea SEM a suprafetei placilor de GaTe intercalat cu Cd din faza de vapori la temperatura de 630 K
timp de 60 de ore (a) si de 750 K timp de 24 de ore (b).
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Pentru stratul proaspat despicat de GaTe concentratia defectelor determinata din Figura 1a este de ~ 10'° cm™.
Aceste defecte servesc ca centre de initiere a cresterii cristalitelor compusilor CdTe si CdSe. In Figura 1b
este prezentata imaginea SEM a suprafetei lamei de GaTe tratatd termic in vapori de Cd la temperatura de 753 K.

Dimensiunile formatiunilor de pe suprafata monocristalului GaTe se maresc odatd cu majorarea temperaturii si
a duratei tratamentului termic in vapori de Cd (Fig.1, a si b). Noile cristalite se dezvoltd de la forme insulare
neordonate la straturi compuse din cristalite cu forma geometrica perfecta si cu grosimi submicrometrice.

Compozitia chimica si structura cristalind a materialelor obtinute prin intercalarea placilor monocristaline
de GaSe si de GaTe cu Cd a fost studiati prin difractia razelor X cu lungimea de undi A=1,54060 A. Diagra-
ma XRD tipica a compozitului GaSe-CdSe este prezentata in Figura 2.
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Fig.2. Diagrama XRD a lamei de GaSe tratata in vapori de Cd
timp de 24 de ore la temperatura de 830 K.

Unghiurile 20 corespunzitoare liniilor de difractie a razelor X cu lungimea de undi 1,54060 A si intensi-
tatea lor sunt incluse in Tabelul 2. Identificarea liniilor de difracsie s-a facut cu ajutorul cardului PDF N:00-
037-0931 pentru GaSe, PDF N:710441 pentru CdGa,Ses si PDF N:77-2307 (Quality:1) pentru CdSe.

Tabelul 2
Identificarea compozitului GaSe-CdSe dupa difractogramele XRD

glz 20 830K I (ua) Identificare

1 9,05 66,48 [101] CdSe

2 20,96 51,70 [002] GaSe

3 22,46 44,23 [103] GaSe

4 25,49 100,0 [002] CdGa,Ses

5 27,27 62,10 [100] GaSe

6 31,93 42,50 [004] GaSe

7 42,08 55,20 [004] GaSe

8 47,93 39,10 [002] CdSe

9 57,91 17,80 [110] CdSe

10 76,93 19,19 [222] CdGa,Ses

Dupa cum se vede din acest tabel, odata cu liniile de difractie de la planele atomare ale retelei hexagonale
de GaSe cu parametrii a=3,750 A si ¢=15,995 A, sunt prezente si liniile XRD caracteristice compusului
CdSe cu retea cristalini cubicd cu parametrul a=6,077 A si, totodati, sunt prezente doui linii la unghiurile 20
de 25,49° si 76,93° identificate ca difractie XRD de la ansamblurile de plane cristaline cu indicii Miller (002)
si (222) al monaocristalelor tetraedrale CdGa,Ses.
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Structura cristalind si compozitia monocristalului obtinut prin tratament termic al placilor monocristaline
de GaTe in vapori de Cd la temperatura 830 K timp de 3 ore clar se vede din diagrama XRD (Fig.3). La
aceasta temperatura presiunea vaporilor de Cd este de ~ 50 mm Hg [11]. Reactia de formare a compusului
CdTe prin ruperea legaturilor de Ga cu Te la temperaturi mai mici decat temperatura de topire este asigurata
energetic, intrucat caldura de formare a compusului CdTe (AH=-24 kcal/mol) [12] este mai micd decat a
compusului GaTe (AH=-28,6 kcal/mol) [13].
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Fig.3. Diagrama XRD a compozitului GaTe-CdTe obtinut prin tratament termic al monocristalelor GaTe
in vapori de Cd la temperatura de 830 K timp de 3 ore.

Unghiurile de difractie 26, intensitatea liniilor XRD si identificarea lor cu cardurile PDF sunt incluse in
Tabelul 3. Dupa cum se vede din acest tabel, materialul studiat contine cristalite de GaTe, cu retea cristalina
monoclinici cu parametrii retelei: a=23,6400 A, b=4,0770 A, c=10,4600 A, a=y=90°, p=134,470° si crista-
lele de CdTe, cu retea cristalind hexagonali cu parametrii: a=4,58 A, ¢=7,50 A.

Tabelul 3

Identificarea compozitiei materialului obtinut prin tratament termic al placii de GaTe
in vapori de Cd la temperatura de 830 K timp de 3 ore

Valori experimentale Carduri ICDD-JCPDS

Nr. | 20,° l,u. a. Compus PDF 20, ° l,u. a. hkl
1 20,79 57,1 GaTe 44-1127 | 20,673 10 201
2 21,50 60,3 GaTe 44-1127 | 21,045 10 400
3 23,22 60,3 CdTe 19-0193 | 23,707 100 002
4 23,82 100 GaTe 44-1127 | 23,849 20 002
5 25,31 47,6 CdTe 19-0193 | 25,281 80 101
6 26,51 49,2 GaTe 33-0571 | 26,425 40 030
7 27,31 58,7 GaTe 44-1127 27,14 10 111
8 ]3939 58,9 CdTe 19-0193 | 39,222 100 110
9 | 46,55 60,3 GaTe 33-0571 | 46,551 8 711
10 | 56,83 28,6 GaTe 71-0620 | 56,845 4 731
11 | 62,49 33,3 GaTe 71-0620 | 62,479 18 -642
12 | 71,35 38,1 GaTe 71-0620 | 71,347 56 303
13 | 76,39 31,7 CdTe 19-0193 | 76,154 20 006

Conturul suficient de larg al liniilor de difractie XRD de la planele atomare ale retelei cristaline GaTe
(26=56,83°) si CdTe (26=39,39°) indicd despre dimensiuni nanometrice ale cristalitelor din compozit.
Dimensiunile medii ale cristalitelor d pot fi determinate din analiza conturului liniilor de difractie a razelor X
folosind formula Debye-Scherrer [14]:
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d-_09% (1)
pcosé,,

unde A — lungimea de unda a razelor X; £ — largimea la mijlocul conturului liniei XRD si unghiul de di-
fractie Bragg 6, .

Din analiza conturului liniei XRD cu 206=56,83° si cu 206=39,39° s-au determinat dimensiunile medii ale
cristalitelor de GaTe si de CdTe din compozit egale cu 38 nm si, respectiv, cu 65 nm.

Prin excitare cu fascicul de electroni si Inregistrare a distributiei electronilor secundari dupa energie
(EDS) s-a determinat repartitia atomilor de Ga, Cd, Se si Te in stratul de la suprafata structurilor lamelare
obtinute, prin intercalarea placilor monocristaline de GaSe si de GaTe cu Cd. Distributia procentuald a
atomilor de Ga, Se, Cd in structurile compozite GaSe-CdSe si de Ga, Te, Cd in structurile compozite GaTe-
CdTe este inclusa in Tabelul 4.

Tabelul 4

Distributia atomilor de Ga, Se, Te si Cd in structurile compozite GaSe-CdSe si GaTe-CdTe
obtinute prin tratament termic in vapori de Cd la temperatura de 830 K timp de 24 de ore
si, respectiv, la temperatura de 630 K timp de 60 de ore

Compus Element Concentratia atomica, % Eroare, %
Ga 4,55 11
GaSe-CdSe Se 52,22 14
Cd 43,23 1,5
— Ga 2,98 0,1
5‘? Te 41,95 1,5
Cd 55,07 1,7
GaTe-CdTe N Ga 161 01
> Te 49,29 1,4
o Ccd 49,10 1,7

Dupa cum se vede din Tabelul 4, suprafata esantionului de GaTe si de GaSe, in rezultatul tratamentului
termic in vapori de Cd, se acopera cu un strat de CdTe si, respectiv, de CdSe in proportie apropiata de stoe-
chiometrica.

Compozitia relativa a elementelor Ga, Cd si Te din compozit in functie de temperatura tratamentului ter-
mic al placilor de GaTe in vapori de Cd s-a determinat dupa intensitatea relativa a liniilor de emisie atomica
cu lungimea de unda 2943,6 A pentru Ga, 3261,0 A pentru Cd si cu lungimea de undd 2385,8 A pentru Te.
In calitate de linie spectrala cu intensitate relativa unitara s-a luat linia de emisie a carbonului cu lungimea de
undi 2478,6 A (Fig.4). Spectrele de emisie atomici au fost inregistrate cu ajutorul spectrografului DFS-8 cu
rezolutia de 6 A/mm, intensitatea curentului in arc a fost de ~5 A.
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Fig.4. Concentratia relativa a elementelor in stratul de compozit de la suprafata esantionului
in functie de temperatura tratamentului termic al placii de GaTe in vapori de Cd.
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Dupa cum se vede din Figura 4, in intervalul de temperaturi 620+750 K concentratiile relative ale elemen-
telor Ga, Cd si Te din compozitie sunt 1n slaba scadere odata cu cresterea temperaturii tratamentului termic.
Aceastd tendintd se pastreaza pentru Cd pana la temperatura apropiatd de temperatura de solidificare a com-
pusului GaTe. In intervalul de temperaturi 720+820 K concentratia Ga este in crestere odatd cu temperatura
si in slaba crestere este concentratia Te. Aceste variatii ale concentratiei componentelor elementelor chimice
din compozit pot fi cauzate de presiunea inaltd a vaporilor de Cd la temperaturi din intervalul 630+830 K.
Majorarea concentratiei relative a atomilor de Ga in compozit de asemenea este determinatd de presiunea
joasd a vaporilor de Ga la temperaturile tratamentului termic. Presiunea vaporilor de Ga la temperatura de
820 K este de 10°° mm Hg, pe cand presiunea vaporilor de Te si Cd este 0,1 mm Hg si, respectiv, 40 mm Hg.

Informatie complementara referitor la compozitia materialului obtinut prin tratament termic al placilor
monocristaline de GaTe in vapori de Cd poate fi obtinutd prin identificarea modurilor de vibratie ale retelei
cristalelor componente ale compozitului. In Figura 5 sunt prezentate spectrele de difuzie combinati a luminii
(spectrele Raman) la excitare cu radiatia laser cu lungimea de unda 532 nm de la materialele compozite obti-
nute la temperatura de 630 K si, respectiv, de 750 K.
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Fig.5. Spectrul difuziei Raman in compozitul GaTe-CdTe obtinut la temperatura
de 630 K (a) si de 750 K (b).

Frecventele modurilor de vibratie ale retelei cristaline a cristalitelor de GaTe si CdTe din compozitele
obtinute la temperatura de 630 K si de 750 K sunt incluse in Tabelul 5.

Tabelul 5

Identificarea modurilor de vibratie din spectrul difuziei Raman in compozitul GaTe-CdTe
obtinut la temperatura de 630 K si de 750 K

630 K 750 K 1

Nr.| Raman shift (cm™) | Interpretare | Nr.| Raman shift (cm?) | Interpretare v, em

1 79,7 GaTe 1 74,7 GaTe 76 [15, 16]
2 94,5 CdTe 2 90,9 CdTe

3 119,0 CdTe 3 121,0 CdTe

4 138,9 CdTe 4 126,1 GaTe 126 [16]

5 200,0 GaTe 5 139,4 CdTe

6 416 TeO; 6 170 GaTe 175 [15-17]
7 475 Ga,03 7 265 GaTe 262 [15, 16]

Dupa cum se vede din acest tabel, odatd cu liniile de difuzie Raman este prezentd si linia cu maxim
centrat la frecventa 416 cm™, care se identificd ca vibratie a refelei cristaline a paratelluritului (TeO,).
Aceasta linie in [18] se identificd ca vibratie Eto+ELo. Linia Raman cu maxim la 475 cm™ in [19] se iden-
tificd ca vibratie in cristalitele 3-Ga,Os. Structura lamelara cu fisuri intre impachetarile Te-Ga-Ga-Te stimu-
leaza incorporarea oxigenului in monocristalele GaTe, care la temperaturi inalte (630+750 K) duce la forma-
rea oxizilor de telluriu si de galiu. La temperaturi de 750 K probabilitatea disocierii oxizilor de Ga.Os si de
TeO; este in crestere, iar Ga si Te eliberat formeaza, probabil, compusul Ga,Tes.
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Majorarea temperaturii tratamentului termic cu 120 K duce, odata cu disparitia liniilor Raman din crista-
litele de TeO, si de B-Gaz0s, la largirea liniilor Raman caracteristice cristalitelor Ga2Os si TeO». Totodata, se
mareste intensitatea liniilor Raman identificate ca moduri de vibratie de la reteaua cubicid a compusului
CdTe, fapt ce indica despre majorarea concentratiei cristalitelor de CdTe din compozit.

Spectrul de FL al compozitului GaSe-CdSe la temperatura de 300 K si de 80 K este prezentat in Figura 6.
Dupa cum se vede din aceastd prezentare, spectrul FL la temperatura de 300 K (curba 1) se prezintd prin
banda larga in intervalul energetic 1,60+1,94 eV cu maxim centrat la 1,77 eV. In aceasta regiune spectrali se
gasesc benzile impuritare de energie ale compusilor GaSe si CdSe. Domeniul spectral al FL se largeste spre
energii mari la racirea esantionului pana la 80 K (curba 2). O astfel de deplasare atat a benzilor de FL cat si
de absorbtie sunt caracteristice acestor compusi in stare cristalina.
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Fig.6. Spectrul de FL 1a 300 K (curba 1) si la 80 K (curba 2) al compozitului GaSe-CdSe
obtinut prin tratament termic al placilor de GaSe in vapori de Cd la temperatura de 830 K timp de 24 de ore.
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Spectrul de FL la 80 K al compozitului GaTe-CdTe la excitare cu flux de radiatie de 125 W/cm? (A=532
nm) este prezentat in Figura 7 (curba 1).
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Fig.7. Spectrul de FL al compozitului GaTe-CdTe la 80 K (c, d). P=0,125 kW/cm? (curba 1),
0,25 kW/cm? (curba 2), 0,85 kW/cm? (curba 3) si 3,3 kW/cm? (curba 4).

In acest spectru se evidentiazi o banda intensi complexi cu maxim la energia 1,600 eV, aripa cireia se
intinde pana la 1,37 eV, si o banda cu intensitatea micd cu maxim la energia 1,755 eV. Banda de FL cu
maxim la 1,600 eV acopera intervalul spectral in care se include banda impuritard prezentd in cristalele de
GaTe nedopate si banda de emisie a excitonilor (liberi si localizati) in CdTe [20]. Latimea benzii interzise in
CdTe la 80 K este egala cu 1,595 eV [21]. Intrucat aceastd bandd acopera un interval de energii din banda de
absorbtie a compusului CdTe la 80 K, prezenta acesteia poate fi determinatd de mecanismul de recombinare
luminescenta in cristalitele de GaTe. Pentru stabilirea naturii acestor benzi s-a cercetat dependenta intensita-
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tii FL (L) de densitatea fluxului de radiatie (Fig.7d, Inset). La majorarea fluxului de excitare de la 125 W/cm?
pani la 250 W/cm?, in regiunea aripii la energii mici ale FL compozitului se formeazi o bandi cu maxim la
energia 1,45 eV. Intensitatea benzilor de FL cu maxim la energiile 1,600 eV si 1,45 eV creste odata cu
densitatea fluxului excitant (P) dupa o functie de tipul:

L~P~. 2

Pentru benzile 1,600 eV si, respectiv, 1,45 eV factorul de putere a este egal cu 0,80 si 0,82. in [22] se
aratd ca valorile factorului de putere a<1 sunt caracteristice pentru benzile de FL de tip donor-acceptor (D-A).
Banda FL cu maxim la 1,600 eV bine se interpreteaza ca recombinare radiativa D-A prin intermediul nivelu-
lui donor cu energia 75 meV de la minimul benzii de conductie si a nivelului acceptor cu energia Ev+0,110 eV
in cristalele de GaTe din compozit. Studiile efectuate in [23, 24] demonstreaza ca banda de FL cu maxim la
energia ~1,4 eV este de naturd impuritara si se interpreteaza ca tranzitie radiativa D-A in complexul (Vca).

In [25] s-a demonstrat ci vacantele de Te formeaza in banda interzisa a compusului CdTe un nivel donor
plasat la Ec-0,04 €V, iar defectele de Cd formeazi niveluri acceptoare cu energia Ev+0,115 eV. Tinind seama
ca latimea benzii interzise a compusului CdTe la temperatura de 80 K este egala cu 1,605+0,002 eV, banda
de FL cu maxim la energia 1,45 eV poate fi considerata ca tranzitie electronica intre nivelul donor (Vre) si
nivelul acceptor (defect de Cdre). La confirmarea acestei concluzii contribuie si dependenta intensitatii FL a
benzii 1,45 eV de densitatea fluxului de radiatie excitanta care, dupa cum se vede din Figura 7a, Inset, este 0
functie de tipul (2), cu factorul de putere o =0,82.

Concluzii

Compozitele GaSe-CdSe si GaTe-CdTe obtinute prin tratament termic al monocristalelor GaSe si GaTe in
vapori de Cd au fost cercetate prin difractie a razelor X (XRD), spectroscopie Raman si fotoluminescenta la
temperatura camerei si la 80 K. Din analiza imaginilor SEM si a conturului liniilor de difractie a razelor X s-au
determinat dimensiunile medii ale cristalitelor de GaSe si CdSe din compozitul GaSe-CdSe si de GaTe si
CdTe din compozitul respectiv. Dimensiunile medii ale cristalitelor respective bine se incadreaza in diapa-
zonul 10+100 nm.

Diagramele XRD demonstreaza ca materialele obtinute prin tratament termic al monocristalelor de GaTe
si GaSe in vapori de Cd la temperaturi mai mici de punctul de solidificare a acestora sunt compuse din nano-
cristalite de GaTe si CdTe si, respectiv, de GaSe si CdSe. Prezenta nanocristalitelor de CdTe si, respectiv, de
CdSe a fost confirmata si prin masuratori de difuzie Raman.

Compozitul GaTe-CdTe obtinut prin tratament termic in vapori de Cd al lamelelor de GaTe este un mate-
rial fotoluminescent in regiunea oranj — IR apropiat. Benzile de FL cu intensitate maximala centrata la 1,45 eV
si 1,600 eV se identificd ca recombinare electron-gol de tipul donor-acceptor.
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